
Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre- 
quenztransistor für Verstärker-, Misch- und 
Oszillatorstufen bei Ulugebungfl.mpemtu- 
ren d#a von —40 °C bis +65°C 

Standard: TGL 200-8390 

Abmessungen: Bauform A 3/25b, 
TGL 11811 

Masse = 0,8 g 

Zulässige Höchstwerte 
für da . = 45°C 
-Ucso = 15V 1E = 20mA 

-Ue8ß0 = 10V -B = S5SmA 
-Ic = 15mA j = 75°C 

0a =65°C 4 

Kennwerte für da = 25°C _5 grd Wärmewiderstand Rın < 0,5 Au 

T Min Typ [ Max 1 Meßbedingungen 

Reststräme 

-Icso| | 15uA| 10pA! -Uce= 6 V 
-Icso \ | .50 HA | 500 HA | -UcB — 25 V 
=ICEO 200 A | 600 vA  -UceE = 6 V 
-Ices | | | 25 pA -UceE = 6V 
-IeBO| | 50pA| 500 4A | -UeB = 15 V 

Grenzfrequenz 

fnz1b | 7 MHz i10.5 MH2| -UceE = 6 V, -Ic = 1 mA, f =3 MHz 

Rauschmaß 

F | 11dB |20dB | -Uce=6 V, -Ic=0,5 mA 
| | Ro= 1K 1—=2 MHz, 1 = 10.kHz- 

Vierpolwerte in 
Emitterschaltung 

gi1te 0,7 mS| 3,3 mS 
C110 l 110 pF | 250 pF 
Oi2e 2 4S 
Ci2e TpFI 14p5\ -Uce=6 V, -Ic=0,5 mA, f=2 MHz 

| yare.| 10 mS 16 mS | 
022e 30 4S | 250 4S 
C220 29 pF 35 p l 
hz1e l 20 | 110 -Uce=6 V, -Ic=2 mA, f= 1 kHz 

Transistor GF 105 — TGL 200-8390



Kollektor-Emitter-Spannung in Abhängigkeit 16 
vom Basisabschlußwiderstand 1 a6=25°C 
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Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr- 
schichttemperatur 10000 
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Mittlere Kennlinien für 0a = 25°C 20 HI 04 
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